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ประเด็นหลัก    ความไม่บริสทุธ์ิของตวัเก็บประจุและตวัเหน่ียวน าไฟฟ้า ท าให้แรงดนัตกคร่อม 
องค์ประกอบทัง้สองท่ีอนกุรมกนั ไม่เป็นศนูย์ขณะเกิดสภาวะรีโซแนนซ์  ยิ่ง
ไปกวา่นัน้ สภาวะรีโซแนนซ์ยงัสามารถท าให้เกิดขึน้ได้เช่นเดียวกันด้วยการ
ขนานกนัของความต้านทาน ตวัเก็บประจุและตวัหน่ียวน าไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์    วดัตรวจสอบสภาวการณ์ตรงจดุท่ีพฤติกรรมการตอบสนองตอ่กระแส  ของตวั 
เหน่ียวน ากบัตวัเก็บประจุจะลดทอนกนัจนสิน้ไป  ขององค์ประกอบตวัเก็บ
ประจุและตวัเหน่ียวน าที่ตอ่อนกุรมและตอ่ขนาน  

วิธีการ              1.  ใช้วงจรอนกุรมความต้านทาน ตวัเหน่ียวน า และตวัเก็บประจุวดัรูปคลืน่
แรงดนัตกคร่อม เฉพาะสององค์ประกอบตวัเหน่ียวน าและตวัเก็บประจ ุ 
เพื่อตรวจวดัความไม่เป็นศนูย์ของรูปคลืน่แรงดนั ขณะเกิดสภาวะรีโซ 
แนนช์  และค้นหาสาเหตเุป็นเพราะสิง่ใด 

2. ใช้วงจรประกอบด้วยความต้านทาน  ตวัเก็บประจ ุและตวัเหน่ียวน าไฟฟ้า
ขนานกนั วดัรูปคลืน่แรงดนัและกระแส เพื่อศึกษาลกัษณะของรูปคลืน่
โดยเปลีย่นแปลงความถ่ี  

 
 
 

 
 
                                                        รูปท่ี 9.1  วงจรส าหรับการทดลองวดัรูปคลืน่แรงดนัหรือกระแส 

อุปกรณ์การทดลอง 
1. แหลง่ก าเนิดรูปคลืน่แรงดนัไซนซูอยด์  0…10  VPP แปรความถ่ีได้ 
2. ออสซิลโลสโคป  1  เคร่ืองและสายวดัทัง้ 2 ช่อง CH1 และ CH2  
3. มลัติมิเตอร์แบบตวัเลข     2  เคร่ือง 
4. ตวัต้านทานขนาด 2W คา่ 100    2 ตวั และ 1k     1 ตวั  
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5. ตวัเหน่ียวน าท่ีประกอบขึน้จากแกนเหลก็ U-I และขดลวด  1000 รอบ พิกดั 0.5 A จ านวน  2  
ขด  และขดลวด 500 รอบ พิกดั 0.8 A จ านวน  1  ขด   

6. ตวัเก็บประจุ  10 F  35 Vac และ 0.1  F  400 Vac  
ขัน้ตอนการทดลอง 

ปรับตัง้อุปกรณ์การทดลองดงัรูป 
 
ว 
 
 
 
 

  
 

         แหล่งก ำเนิดแรงดันไซนูซอยด์  0…10  VPP แปรควำมถี่ได้ 
                                                                                                                                 ปรับต้ังเป็นมิเตอร์วัดกระแส                

ขัน้ตอนการทดลองที่ 1.1 
1. ตอ่วงจรการทดลองดงันีโ้ดยให้ตวัเหน่ียวน า L เป็นขดลวด N = 1500 รอบไม่ต้องใสแ่กน

เหลก็โดยตอ่ขดลวด  2 ขดให้มีทิศทางเสริมกนั 
 
 
 
 
 
                                                        รูปท่ี 9.2  วงจรส าหรับการทดลองท่ี 1.1 

(c) (d) 

(a) 

(b) 

CH 1 CH 2

a

b

10 Vpp

c

R1

100

L

d

V

10 F

1k

R2

e



ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

โดย รศ.ชัยณรงค์  วิเศษศักด์ิวิชัย      3 

 

 

L10 ความไม่บริสุทธ์ิของตัวเก็บประจุ ตัว
เหน่ียวน า และรีโซแนนซ์ขนาน 

 

3/7 
 

2. ปรับความถ่ีให้วงจรอยูใ่นสภาวะรีโซแนนซ์  0L CX X  ซึ่งจะท าให้ไม่มีแรงดนัตกคร่อมตวั

เหน่ียวน า L และตวัเก็บประจ ุ C  
3. ถ้าไม่สามารถปรับความถ่ีให้แรงดนัในข้อ  2 ให้เป็นศนูย์ได้  ให้ท าการปรับความถ่ีเพื่อให้

แรงดนัตกคร่อมตวัเหน่ียวน า L และตวัเก็บประจ ุ C  มีคา่ที่น้อยท่ีสดุและ มีเฟสเดียวกบั
แรงดนัท่ีแหลง่ จ่าย V  

4. ความถ่ีรีโซแนซ์   f0  = ………………………. 
5. บนัทกึข้อมลูหน้าจอแสดงผลการวดัของออสซิลโลสโคปลงในกราฟตอ่ไปนี ้ โดยใช้สแีดง

วาดรูปคลืน่ของ CH1  และใช้สนี า้เงินส าหรับ  CH2 
 
 
 

 
 
 

 
 

สรุปผลการทดลองที่1.1 
1. ด้วยสภาวะรีโซแนนช์ท าให้คา่รีแอกแตนซ์ในวงจรมีคา่หมดไป  เหลอืเพียงคา่ความต้านทาน
ในวงจร 

2. ดงันัน้แรงดนัท่ีตกคร่อมความต้านทานท่ีแฝงอยูใ่นตวัเก็บประจุและตวัเหน่ียวน าไฟฟ้า VLC 
จึงมีคา่เทา่กบั……………………… 

3. แรงดนั  VLC จะมีคา่เป็นศนูย์ เม่ือไม่มีคา่…………….................. 
 
ขัน้ตอนการทดลองที่ 1.2 
1. ตอ่วงจรการทดลองตามรูปท่ี 9.3  โดยให้ตวัเหน่ียวน า L เป็นขดลวด N = 2000 รอบโดยตอ่

ขดลวด  2 ขดให้มีทิศทางเสริมกนัและใช้แกนเหลก็ U-I 

CH......= V=.............Vrms CH......= VLC=............Vrms
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                  รูปท่ี 9.3  วงจรส าหรับการทดลองท่ี 1.2 
2. ใช้ความถ่ี 300, 400, 600,800, 1000, 1300, 1600 และ 1900 Hz  วดัคา่ตา่ง ๆ ลงใน

ตารางผลการทดลองท่ี 1-1 และ 1-2 
ตารางผลการทดลองท่ี 1-1 

ความถ่ี   f 300 Hz 400 Hz 600 Hz 800 Hz 

มมุตา่งเฟส   ของ CH1 กบั CH2
        

กระแส  VR2 /100 (mA;rms)     

กระแส  VR3 /100 (mA;rms)     

แรงดนั V     
กระแส  I     

ตารางผลการทดลองท่ี 1-2 

ความถ่ี   f 1000 Hz 1300 Hz 1600 Hz 1900 Hz 

มมุตา่งเฟส   ของ CH1 กบั CH2
        

กระแส  VR2 /100 (mA;rms)     

กระแส  VR3 /100 (mA;rms)     

แรงดนั V     
กระแส  I     

3. ปรับหาคา่ความถ่ี  f0  ท่ีท าให้แรงดนัท่ีจุด CH1 และ CH2  มีขนาดเทา่กนัแตมี่เฟสตา่งกนั 
ประมาณ 180    โดยความถ่ีนีมี้คา่เทา่กบั  f0  =……………………… 
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สรุปผลการทดลองที่1.2 
1. จากผลการทดลองท่ีได้ ค านวนขนาดของอิมพิแดนซ์ Z ของวงจรท่ีมีองค์ประกอบ, L และ C 

ขนานกนัลงในตารางตอ่ไปนี ้
ตารางสรุปผลการทดลองท่ี 1 

 

2. วาดกราฟขนาดของอิมพิแดนซ์ Z    และกระแส I แปรตามความถ่ี  f  ได้ดงันี ้ 
 

 
 

ความถ่ี  f(Hz) 300 400 600 800 …. Hz 1000 1300 1600 1900 

แรงดนั V(rms)          

I           
Z() ……… ……… ……… ……... ……… ……… …… …… …… 
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3. ท่ีความถ่ี 
0f  เฟสเซอร์ของกระแสไหลผา่นความต้านทาน R2 และความต้านทาน R3 จะมี

ขนาดเทา่กนัแตม่มุตา่งเฟสกนั 180  ซึง่สามารถเขียนออกมาโดยใช้เฟสเซอร์ดงันี ้
 
 
  
 
    

                                           
4. เน่ืองจาก R2 = R3 และ R2 อนกุรมกบัตวัเหน่ียวน า L ขณะท่ี  R3 อนกุรมกบัตวัเก็บ

ประจุ C  จึงสรุปได้วา่ L CX X  เพราะลกัษณะของเฟสเซอร์กระแสมีลกัษณะดงัรูป
ข้างต้น 

5. ด้วยเหตตุามข้อ  4. ความถ่ี 0f   = ………………… ก็คือความถ่ีรีโซแนนซ์ของตวัเก็บ
ประจุขนานกบัตวัเหน่ียวน า  

 
วิเคราะห์ผลการทดลอง 
1. องค์ประกอบ R,L และ C อนกุรมเกิดสภาวะรีโซแนนซ์ขึน้เม่ือ 0L CX X   

  
 
 
 

2. ดงันัน้เม่ือ L และ C บริสทุธ์ิ VLC  = ……. ในสภาวะรีโซแนนซ์ 
3. แตถ้่า L และ C ไม่บริสทุธ์ิ จะเกิดแรงดนัตกคร่ม L - C อนกุรม ถึงแม้วา่จะอยูใ่นสภาวะรี

โซแนนซ์แตแ่รงดนันีจ้ะมีเฟสเดียวกบักระแสเพราะวา่ ......... 0LX    หรือเทา่กบัวา่ไม่มี
คา่รี………………..  
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4. องค์ประกอบ L และ C  ขนานก็สามารถท าให้เกิดสภาวะรีโซแนนซ์ได้เช่นกนัเม่ือ 
                                                       ........LX   

5. เน่ืองจากในขัน้การทดลองท่ี 1.2  พบวา่ที่คา่ความถ่ีหนึง่คือ   f0  =………..…  ท าใหเฟส
เซอร์กระแส IC ไหลผา่นสว่นขนานของตวัเก็บประจุมีเฟส………….(เดียวกบั/ตรงข้าม)กบั
กรแส IL ไหลผา่นสว่นขนานของตวั……………. ด้วยเหตนีุจ้ะได้วา่ 
                                                       ........L CI I   

6. ซึง่เทา่กบัวา่ที่ความถ่ี  f0  กระแสในวงจรการทดลอง L และ C  ขนานลดคา่ลงเหลอืเฉพาะ
คา่กระแส IR ไหลผา่นสว่นขนานของตวั…………….เทา่นัน้  และจากการทดลองนีก้ระแส
มีคา่ต ่าสดุเทา่กบั I  =………..…   

7. ความถ่ี  f0  ถกูเรียกวา่ความถ่ีรีโซแนนซ์ของวงจรขนาน ความต้านทาน R ตวัเก็บประจ ุC 
และตวัเหน่ียวน าไฟฟ้า  L   

8. จากสตูร  V
Z

I
  เม่ือกระแสต ่าสดุอิมพิแดนซ์จึงมีคา่สงูสดุซึง่จะตรงข้ามกบัรีโซแนนซ์อนุ

กรมที่จะท าให้มีคา่อิมพิแดนซ์มีคา่………….. 

9. ดงันัน้  1
0L

C



  จึงใช้ได้ทัง้ใน R, L และ C  อนกุรมและขนาน  ด้วยเหตนีุใ้นกรณี

ของการขนาน  ความถ่ีรีโซแนนซ์สามารถค านวณได้ด้วยสตูร 

                                                       
0

1

LC
 

 
10.  ท าให้สามารถค านวณคา่ตวัเหน่ียวน าท่ีประกอบขึน้จากขดลวด 2000 รอบบนแกนเหลก็ 

U-I ได้คือ 

                                                                 
2

0

1
.......................L mH

C
   
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